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(57) Abstract 

The invention relates to a method for 
handling thinned chips for introducing them 
into chip cards. According to the inventive 
method, first a wafer is bonded with its front 
face onto a carrier substrate by means of an 
adhesive layer. Then the wafer is thinned 
from its back and is subdivided into single 
chips by sawing into the wafer from the back 
up to the adhesive layer. The adhesive layer 

is dissolved and the individual chips are removed from the carrier substrate by means of a suction head and are deposited in a special 
storage container until further treatment. Alternatively, the chips sawed out from the wafer are provided on their backs with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer and the first adhesive layer is dissolved by means of a method that does not attack the 
second adhesive layer. The chips that are linked via the support film can be jointly removed from the carrier substrate and can be removed 
form the support film one by one once the second adhesive layer is removed. The wafer can alternatively be provided with a continuous 
support film by means of a second adhesive layer before it is sawed from the back. In this case, too, the first adhesive layer is dissolved 
while the second adhesive layer is conserved and the individual chips that are reinforced by the support film are removed from the carrier 
substrate. 

(57) Zusammenfassung 



Es werden Verfahren zum Handhaben von gedunnten Chips zum Einbringen in Chipkarten beschrieben. Hierbei wird jeweils zunachst 
ein Wafer mit seiner Vorderseite mittels einer Kleberschicht auf einem Tragersubstrat aufgeklebt. Dann wird der Wafer von der Ruckseite aus 
gedunnt und durch Einsagen von der Ruckseite her bis zur Kleberschicht in einzelne Chips aufgeteilt. AnschlieBend wird die Kleberschicht 
aufgelost und die einzelnen Chips werden vom Tragersubstrat mit einem Saugkopf abgehoben und in einem speziellen Ablagebehalter 
zur weiteren Verarbeitung abgelegt. Alternativ werden die aus dem Wafer gesagten Chips auf der Ruckseite mit einem durchgehenden 
Tragerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt und dann wird die erste Kleberschicht mit einem Verfahren aufgelost, welches 
die zweite Kleberschicht nicht angreift. Die iiber den Tragerfilm zusammenhangenden Chips konnen so vom Tragersubstrat gemeinsam 
abgehoben werden und, nach dem Auflosen der zweiten Kleberschicht, einzeln vom Tragerfilm entnommen werden. Der Wafer kann 
alternativ auch vor dem Sagen auf der Ruckseite mit einem durchgehenden Tragerfilm mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt werden. 
Auch in diesem Fall wird die erste Kleberschicht unter Erhalr Hex 7.wpjrpn Klp.tv.rcrhirht atifaplftcr unH pc ^aMah Honn Ai n -, 0 i„ 0 n h,,^ 
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Verf ahren zum Handhaben von gedunnten Chips zum Einbringen in 

Chipkarten 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verf ahren zum Handhaben von 
gedunnten Chips zum Einbringen in Chipkarten. 

Gedunnte Chips werden seit einiger Zeit bereits zur Herstellung von vertikal 
integrierten Schaltungsstrukturen (VIC) verwendet. 

10 

In der DE 44 33 846 Al wird hierzu beschrieben, wie bei der Herstellung 
eines solchen VIC zunachst ein Wafer, hier ein sogenanntes Topsubstrat, mit 
seiner Vorderseite, d.h. mit der aktiven bzw. funktionalen IC-Flache, an der 
sich die Bauelementelagen befinden, mittels einer Klebeschicht auf ein 

1 5 sogenanntes Handlingsubstrat auf geklebt und dann von der Riickseite her 
gediinnt wird. Dieses Diinnen erfolgt z.B. durch nafichemisches Atzen oder 
durch mechanisches oder chemomechanisches Schleifen. Ein solches 
Topsubstrat wird dann mit einer Haf tschicht versehen, genau justiert auf ein 
sogenanntes Bottomsubstrat auf gesetzt und jnit diesem verbunden. 

20 Anschliefiend wird das Handlingsubstrat wieder entf ernt. 

Aus der EP 0 531 723 B ist ein ahnliches Verfahren bekannt, bei dem ein 
erstes Schaltungsbauelement mit seiner aktiven Flache auf einem Trager 
befestigt und dann von der Riickseite her gediinnt wird. Anschliefiend wird 

25 ein weiteres Schaltungsbauelement auf die Riickseite des gedunnten Chips 
auf gesetzt und mit diesem mittels Kontaktstellen, die zuvor auf der 
Riickseite des gediinnten Chips erzeugt wurden, verbunden. Dann wird das 
auf gesetzte Schaltungsbauelement ebenfalls von der Riickseite her gediinnt, 
mit Kontaktstellen versehen und ein weiteres Schaltungsbauelement 

30 auf gesetzt. Dieser Schritt wird mehrfach wiederholt, bis schliefilich die 
gewiinschte Mehrelementepackung von iibereinanderliegenden 
Bauelementen aufgebaut ist. 
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Alle diese Verf ahren beschreiben nur die Handhabung der Chips in einem 
Verfahrensstadium, in der sie entweder noch nicht gediinnt oder bereits zu 
einer stabilen Packung aufgebaut sind. Verf ahren, mit denen einzelne 
5 gediinnte Chips gehandhabt werden k6nnen, um sie in Chipkarten 

einzubauen, werden nicht angegeben. Insbesondere ist dies auch mit den 
bisher in der Chipkartenf ertigung verwendeten Verf ahren und Werkzeugen 
nicht moglich. Die Verwendung gediinnter Chips ist aber auf grund ihrer 
besonderen Flexibilitat gerade in den durch Biegung und Torsion haufig 
1 0 hochbeanspruchten Chipkarten wiinschenswert. 

Der Erfindung liegt daher die Auf gabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, 
mit dem gediinnte Chips auch einzeln gehandhabt und in Chipkarten 
eingebracht werden konnen. 

15 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemafi den Anspriichen 1, 2 oder 3 
gelOst. 

Ausgangspunkt ist jeweils, dafi zunachst ein Wafer mit seiner Vorderseite, 
20 an der sich die Bauelemente befinden, mittels einer Kleberschicht auf einem 
Tragersubstrat aufgeklebt wird. Dieser Wafer wird dann von der Riickseite 
her gediinnt. Nach dem Diinnen wird der Wafer in einzelne Chips aufgeteilt, 
indem von der Riickseite aus in den Wafer hineingesagt wird. Das 
Hineinsagen kann bis zur oder bis in die Kleberschicht oder sogar bis in das 
25 Tragersubstrat hinein erfolgen. 

Um die Chips nun von dem Tragersubstrat abzuheben und zu vereinzeln 
bestehen erfindungsgemafi verschiedene MOglichkeiten. 
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Gemafi Anspruch 1 wird die Kleberschicht aufgelost und die einzelnen 
Chips mit einem Saugkopf vom Tragersubstrat abgehoben. Sie werden dann 
vorzugsweise in einem speziellen Ablagebehalter zur weiteren Veraxbeitung 
abgelegt. Die Chips liegen bei dieser Methode mit ihrer Riickseite nach oben 
5 in den Spezialbehaltern. Alternativ konnen die Chips selbstverstandlich auch 
sofort weiterverarbeitet, beispielsweise sofort auf eine Chipkarte oder 
Chipkartenf olie auf gesetzt werden. 

Anspruch 2 sieht erfindungsgemafi einen weiteren Verfahrensschritt vor, bei 
1 0 dem nach dem Sagen die noch auf dem Tragersubstrat befindlichen 

einzelnen Chips auf der Riickseite mit einem durchgehenden Tragerfilm 
mittels einer zweiten Kleberschicht beklebt werden. Anschliefiend wird die 
erste Kleberschicht mit einer Methode aufgelost, bei der die zweite 
Kleberschicht erhalten bleibt. Die Chips konnen dann xiber den Tragerfilm 
1 5 zusammenhangend, gemeinsam vom Tragersubstrat abgehoben werden. 
Anschliefiend ist dann eine Entnahme der einzelnen Chips vom Tragerfilm 
moglich, indem die zweite Kleberschicht aufgelost wird. Auch hier kann die 
Entnahme mit Hilfe eines Saugkopfes oder dergleichen erfolgen. Bei diesem 
Verfahren liegt dann die aktive Vorderseite des Chips oben. 

20 

Nach Anspruch 3 ist erfindungsgemafi vorgesehen, diesen Tragerfilm direkt 
nach dem Dxinnen des Wafers aufzukleben, und dann erst den Wafer in 
einzelne Chips zu zersagen. Der Film verbleibt beim Einbau in die Chipkarte 
auf dem einzelnen Chip; der Chip wird somit durch den Tragerfilm verstarkt 
25 und ist auch mit den herkommlichen Verfahren und Werkzeugen 
handhabbar. Durch die Verwendung geeigneter, z.B. zahelastischer 
Materialien fiir die Tragerfolie, kann diese bei ausreichender Stabilitat des 
Chip-Folien-Verbunds relativ diinn gehalten werden. 
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Selbstverstandlich konnen auch bei den beiden letztgenannten Verfahren die 
Chips im Lauf e der weiteren Verarbeitung in einem Ablagebehalter 
zwischengelagert werden. 

5 Zum Losen der ersten Kleberschicht bei gleichzeitigem Erhalt der zweiten 
Kleberschicht gibt es verschiedene Moglichkeiten, die jeweils von den 
Eigenschaften der verwendeten Klebersorten abhangen. Bevorzugte 
Methoden sind in den Unteranspriichen beschrieben. 

1 0 Alternativ ist es prlnzipiell auch moglich, dafi gemeinsam mit der 

Kleberschicht zwischen Wafer und Tragersubstrat, oder auch anstelle dieser 
Kleberschicht, das Tragersubstrat selbst auf gelost wird. Es versteht sich von 
selbst, dafi hierzu bei den Verfahren gemafi Anspruch 2 oder 3 eine Methode 
gewahlt wird, bei der die zweite Kleberschicht nicht angegriffen wird. 

15 

Die mit den erfindungsgemafien Verfahren sicher und einf ach handhabbaren 
diinneren Chips sind flexibler und benotigen weniger Raum als die 
herkommlichen Chips. Damit sind neue Moglichkeiten eroffnet, die Chips in 
den Chipkarten unterzubringen. 

20 

Hier ist zunachst zu unterscheiden zwischen den Verfahren, bei denen die 
Chips mit ihrer Vorderseite auf eine z.B. bereits mit Leiterbahnen versehene 
Chipkartenf olie oder die Chipkarte auf gesetzt werden (Flip-Chip 
Technologie), und den Verfahren, bei denen die Chips mit ihrer Riickseite 
25 auf die Chipkartenfolie oder die Chipkarte aufgesetzt und dann an den Chip 
die Leiterbahnen angeschlossen werden. Welche Methode gunstiger ist, 
hangt unter anderem davon ab, welches der vorgenannten Verfahren zur 
Abnahme der gediinnten Chips vom Tragersubstrat verwendet wird, d.h. in 
welche Richtung die Chips bereits orientiert sind. 



30 
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Bei den Verfahren, bei denen die Chips von der Riickseite aus gehandhabt 
werden miissen, ist es vorteilhaft, wenn auf der Riickseite der Chips bzw. auf 
dem Tragerflim Positionsmarken auf gebracht werden. Anhand dieser 
Markierungen ist eine exakte Ausrichtung des Chips auf der Chipkarte 
5 moglich. Als Positionsmarkierung bietet es sich an, die Schaltungsstruktur 
des Chips abzubilden. 

Eine Einbaumoglichkeit besteht darin, dafi der Chip auf eine Chipkartenfolie 
auf gebracht wird, die auf der dem Chip gegeniiberliegenden Riickseite mit 
10 Kontaktflachen versehen ist, welche wiederum mit dem Chip liber 
Leiterbahnen durch die Folie hindurch verbundenen sind. Dieses so 
auf gebaute Chiprnodul lafit sich dann mit den Kontaktflachen nach aufien in 
eine Kavitat einer Chipkarte einbringen, wie das auch bei den bisherigen 
konventionellen Aufbauten der Chipkarten der Fall ist. 

15 

Eine Alternative besteht darin, die Chips beim Zusammerdaminieren zweier 
Chipkartenfolien zwischen die Folien einzubringen. 

Bei einem besonders bevorzugten Einbauverfahren wird der Chip jeweils 
20 einfach auf die Oberflache einer Chipkarte auf gebracht. Vorzugsweise wird 
der Chip dabei mit seiner Vorderseite nach aufien weisend auf gesetzt und 
anschliefiend wird die Chipkarte gemeinsam mit dem Chip mit Leiterbahnen 
versehen. 

25 Die Leiterbahnen konnen hierbei mit einem Prage- oder Druckverfahren, 
vorzugsweise mit einem Siebdruckverfahren, auf gebracht werden. 
Aufgrund der geringen Ausmafie des gediinnten Chips tragt dieser an der 
Oberflache der Chipkarte kaum auf. Es ist selbstverstandlich aber auch 
moglich, den Chip in einer flachen Kavitat in die Oberflache der Chipkarte 
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einzubringen. Vorteilhafterweise werden die offen an der Oberflache 
befindlichen Chips mit einem Schutzlack iiberzogen. 

Derartige Chipkarten mit einem aufienliegenden gediinnten Chip sind im 
5 Gegensatz zu den konventionellen Chipkarten, bei denen ein herkommlicher 
Chip in einem Chipmodul in einer speziellen Kavitat untergebracht ist, mit 
erheblich weniger Verf ahrensschritten zu f ertigen. 

Bei alien Einbauverfahren ist es sowohl moglich, auf der Chipkarte 
1 0 aufienliegende Kontaktflachen anzubringen, als auch Spulen oder ahnliche 
Bauteile einzudrucken, so dafi eine kontaktlose Datenubermittlung von und 
zur Chipkarte moglich ist. Ebenso ist eine Kombinationslosung dieser beiden 
Schnittstellen moglich (Dual Interface). 

1 5 Die erfindungsgemafien Verf ahren werden nachf olgend anhand von 

Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefugten Zeichnungen 
detaillierter beschrieben. Es zeigen schematisch: 



Fig. 1 einen Wafer, der an seiner aktiven Flache mittels einer 
20 Kleberschicht mit einem Tragersubstrat verbunden ist, 

Fig. 2a einen Wafer gemafi Fig. 1 nach dem Diinnen und Aufteilen in 
einzelne Chips, 



25 Fig. 2b zwei Chips des Wafers gemafi Fig. 2a in einem Spezialbehalter, 
Fig. 3a einen gediinnten und gesagten Wafer mit Tragerfilm, 



Fig. 3b 

30 



einzelne iiber den Tragerfilm zusammenhangenden Chips, 
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Fig. 4a einen gemafi Fig. 1 auf einem Tragersubstrat bef estigten und 
gediinnter Wafer vor dem Zerteilen in einzelne Chips, 

Fig. 4b einen gemalS Fig. 4a hergestellten Chip auf einer Chipkarte, 

5 

Fig. 5 eine Chipkarte mit einem Chipmodul, 

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines gediinnten Chips mit 
Positionsmarkierungen, 

10 

Fig. 7-9 Varianten einer Chipkarte mit an der Oberflache auf gebrachten 
gediinnten Chip und nachtraglicher Aufbringung der 
Anschlufiflachen, 



1 5 Fig. 10/ 11 Herstellung einer Chipkarte durch Zusammenlaminieren zweier 
Kartenfolien, 

Fig. 12/13 Varianten einer Chipkarte mit an der Oberflache auf bereits 

vorhandene Anschlufiflachen aufgebrachten gediinnten Chip, 

20 

Bei der Durchfiihrung des Verf ahrens wird zunachst ein Wafer 1 mit seiner 
Vorderseite, welche die Bauelemente 2 aufweist, auf ein Tragersubstrat 4 
aufgeklebt. Als Tragersubstrat kann z.B. ein anderer Wafer, eine Metallfolie 
oder magnetisierbare Folie oder eine sonstige, in der Chipkartenherstellung 
25 iibliche Folie wie PVC, ABS, PC oder ahnliches dienen. 

Hierzu wird entweder auf dem Wafer 1 oder auf dem Tragersubstrat 4 eine 
Kleberschicht 3 auf getragen und anschliefiend werden die beiden Teile 
zusammengefiigt. 

30 
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Der Wafer enthalt in iiblicher Weise mehrere nebeneinander angeordnete 
Schaltkreise, die jeweils einen Standard-Chipkartenchip oder auch einen 
Speicherchip bilden kfinnen. 

5 Der auf dem Tragersubstrat 4 befestigte Wafer 1 wird dann von der 
Riickseite bis zu einer vorgegebenen Starke, wie in Fig. 1 durch die 
gestrichelte Linie 9 dargestellt, gediinnt. Das Diinnen kann mit den 
herkSmmlichen Verf ahren, beispielsweise durch Atzen oder mechanisches 
Schleifen, erfolgen. Auf diese Weise ist es moglich, den Wafer 1 bzw. die 

10 daraus gefertigten Chips 10 auf eine Starke von unter 100 urn, vorzugsweise 
ca. 20 um, zu diinnen. 

Gemafi dem in den Fig. 2a und 2b dargestellten Verf ahren werden dann in 
den Wafer 1 von der Riickseite aus bis zur Kleberschicht 3 Sageschnitte 7 
1 5 eingefiigt, und somit der Wafer 1 in einzelne Chips 10 unterteilt. Es wird 

anschliefiend die Kleberschicht 3 auf gelost bzw. angelost, wobei die Chips 10 
mit einem Saugkopf 30 vom Tragersubstrat 4 abgehoben und in 
Spezialbehaltern 40 abgelegt werden, wo sie zur weiteren Verarbeitung zur 
Verfiigung stehen. Der Saugkopf 30 fiir die Entnahme der Diinnchips 10 ist 
20 relativ flach und weist an der Saugoberflache mehrere kleine Locher 31 auf, 
die iiber eine Leitung je nach Bedarf mit Saug- bzw. Druckluft zum 
Ansaugen oder Ablegen der Chips 10 beaufschlagt werden kSnnen. Die 
Chips 10 konnen den Spezialbehaltern 40 in gleicher Weise entnommen und 
mit einem Roboter bei der Kartenf ertigung plaziert werden. 

25 

Das L6sen der Kleberschicht 3 des Tragersubstrats 4 kann durch 
Warmeeinwirkung erfolgen. Hierzu wird z.B. ein beheizbarer Saugkopf 30 
oder eine separate Warmestrahlungsquelle 34, wie in Fig. 4a, verwendet. 
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Die Fig. 3a und 3b zeigen ein alternatives Verfahren, bei dem letztendlich die 
aktive Oberflache mit den Bauelementen 2 der Chips 10 oben liegt. Hierzu 
wird auf den gediinnten und gesagten Wafer 1 mittels einer zweiten 
Kleberschicht 6 ein Tragerf ilm 5 auf gezogen. Selbstverstandlich kann es sich 
5 bei diesem Tragerfilm 5 auch um eine selbstklebende Folie handeln, die 
bereits mit einer Kleberschicht versehen ist. 

Nach Aufbringen dieses Tragerf ilms 5 auf die Rtickseite des Wafers 1 wird 
die erste Kleberschicht 3 mit einem Verfahren gelost, welches die zweite 
1 0 Kleberschicht 6 nicht angreift. 

Hierzu gibt es verschiedene Moglichkeiten. Bei einem ersten bevorzugten 
Verfahren besteht die erste Kleberschicht 3 aus einem Kleber, der unter 
Einwirkung von Licht eines bestimmten Langenwellenbereichs, 

15 beispielsweise UV-Licht, zersetzt wird, wobei die zweite Kleberschicht 6 bei 
dieser Bestrahlung gerade aushartet. Bei einem zweiten Verfahren besteht 
die erste Kleberschicht 3 aus einem Kleber, der sich unter Warmeeinwirkung 
zersetzt, wobei die zweite Kleberschicht 6 gerade unter der 
Warmeeinwirkung aushartet. Alternativ ist es moglich, dafi die erste 

20 Kleberschicht 3 aus einem wasserloslichen Kleber besteht, wahrend die 

zweite Kleberschicht 6 nicht wasserloslich ist, oder die zweite Kleberschicht 
6 ist losemittelresistent und die erste Kleberschicht 3 lost sich bei dem 
entsprechenden Losernittel auf. Weiterhin ist es moglich, da£ die erste 
Kleberschicht 3 aus einem Kleber besteht, der unter einem Sauerstoftplasma 

25 oder in einer bestimmten Gasumgebung, z.B. Ozon, zersetzt wird, wobei die 
zweite Kleberschicht 6 gegeniiber diesen Bedingungen resistent ist. 

Eine andere Moglichkeit besteht darin, ein Verfahren zu verwenden, mit der 
gemeinsam mit der Kleberschicht 3 oder auch anstelle der Kleberschicht 3 
30 das Tragersubstrat 4 selbst aufgel6st wird. Das Tragersubstrat 4 kann hierzu 
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aus Styropor oder einem anderen Material bestehen, welches sich in einem 
Plasma oder unter Atzgaseinwirkung oder unter erhohter Temperatur 
zersetzt. Oder es wird ein Tragersubstrat 4 aus Karton oder einem ahnlichen 
Material verwendet, welches wasserloslich ist. 

5 

Nach dem Auflosen dieser ersten Kleberschicht 3 bzw. des Tragersubstrats 4, 
lafit sich dann der gesamte iiber den Tragerfilm 5 zusammenhangende 
Verband von Chips 10 gemeinsam abnehmen, wobei die aktive Flache der 
Chips 10 nach aufien weist. Die einzelnen Chips 10 kSnnen dann vom 
1 0 Tragerf ilm 5 entnommen werden, indem die zweite Kleberschicht 6 gelost 
wird. 

Die Fig. 4a und 4b zeigen eine dritte Verfahrensmoglichkeit, bei der zuerst 
ein Tragerfilm 5 aus einem vorzugsweise zahelastischen Material, wie 

15 Polycarbonat, Polyamid, Kupfer, Aluminium, Stahl o.a., auf die Rxickseite 
des Wafers 1 mittels einer Kleberschicht 6 auf geklebt wird. Danach erfolgt 
erst die Unterteilung des Wafers 1 in die einzelnen Chips 10 durch Einfiigen 
der Sageschnitte 7. Schliefilich werden wieder die einzelnen Chips 10 durch 
Auflosen der ersten Kleberschicht 3 oder des Tragersubstrats 4 entnommen, 

20 wobei auch hierzu ein Verfahren angewendet wird, welches die 

Klebeverbindung zum Tragerf Urn 5 nicht angreift. Die hierbei verwendeten 
Methoden entsprechen den obengenannten Verfahren. In Fig. 4a ist 
schematisch dargestellt, wie ein einzelner Chip 10 mit einem Saugkopf 30 
vom Tragersubstrat 4 entnommen wird, wobei die Auflosung der 

25 Kleberschicht 3 durch einen Warmestrahler 34 erfolgt, wobei gleichzeitig die 
zweite Kleberschicht 6 aushartet. Bei diesem Verfahren verbleibt der 
Tragerfilm 5 auf der Rxickseite des einzelnen Diinnchip 10. 

Die Figuren 5 bis 10 zeigen verschiedene Varianten, wie die gediinnten 
30 Chips 10 in der bzw. auf der Chipkarte 20 untergebracht werden konnen. 



WO 00/68990 PCT/EP00/03988 

- 11 - 



Je nach Wahl der Herstellungsmethode nach den Figuren 2, 3 oder 4 ist es 
sinnvoll, die Chips 10 mit ihrer Vorderseite oder mit ihrer Riickseite anf eine 
Chipkarte 20 oder eine Chipkartenfolie 21 aufzusetzen. Wird der Chip 10 mit 
5 seiner Vorderseite auf die Chipkarte 20 bzw. Chipkartenfolie 21 auf gesetzt, 
so ist es zweckmafiig, auf die Karte 20 bzw. Folie 21 zuerst die Leiterbahnen 
11 zur Kontaktierung des Chips 10 anzubringen und dann den Chip 10 
daratif zu positionieren. Hierzu weist der Chip 10 auf seiner Riickseite, wie 
in Figur 6 dargestellt, Positionsmarkierungen 8 auf, die beispielsweise auf 
10 den Chip 10 oder auf die Tragerfolie 5 aufgedruckt oder eingeatzt sind. 

Figur 5 beschreibt ein Einbaubeispiel, welches ahnlich den bekannten 
Einbauverfahren konventioneller Chipmodule ist. Hierbei wird der Chip 10 
zunachst auf eine erste Chipkartenfolie 21 auf gesetzt. Auf der 

1 5 gegeniiberliegenden Riickseite der Chipkartenfolie 21 befinden sich 

Kontaktflachen 23, die mit dem Chip 10 iiber Leiterbahnen 11 durch die 
Chipkartenfolie 21 hindurch mittels Leitkleber verbunden sind. Zwischen 
dem Chip 10 und der ersten Chipkartenfolie 21 kann sich eine Unterteilung 
15 befinden. Dieses so auf gebaute Chipmodul wird in eine entsprechende 

20 Kavitat 24 der Chipkarte 20 eingesetzt und ringsum mit einem geeigneten 
Kleber 25 verklebt 

Die Figuren 10 und 11 zeigen verschiedene Laminierverfahren, bei denen der 
Chip 10 zwischen zwei Chipkartenf olien 21 und 22 in der Chipkarte 20 

25 angeordnet wird. Die Chipkartenfolien 21, 22 haben typischerweise eine 

Starke von 100 - 300 ^un. Bei dem Verfahren gemafi Figur 10a wird der Chip 
10 auf die eine Chipkartenfolie 21 aufgebracht und die Leiterbahnen 11 
befinden sich auf der anderen Chipkartenfolie 22. Der Chip 10 ist hierbei mit 
seiner Riickseite auf die Chipkartenfolie 21 aufgebracht. AnschlieiSend 

30 werden die beiden Chipkartenfolien passend iibereinander positioniert und 
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zusammenlaminiert, so dafi der Chip 10 durch die Leiterbahnen 11 
kontaktiert wird (Fig. 10b). 

Bei dem Verfahren gemafl Fig. 11a werden auf die eine Chipkartenfolie 21 
5 zunachst Leiterbahnen 11 aufgebracht. Auf diese Leiterbahnen 11 wird dann 
der Chip 10 mit seiner Vorderseite nach unten aufgelegt, so daii gleichzeitig 
die Kontaktierung erfolgt. Anschliefiend wird die zweite Chipkartenfolie 22 
daruber laminiert (Fig. lib). 

1 0 Die Leiterbahnen fuhren jeweils zu einer aufienliegenden Kontaktflache oder 
aber zu einem Interface-Bauelement, mit dem eine kontaktlose 
Dateniibertragung moglich ist, oder sie bilden selbst ein solches Bauelement. 
Um beim Laminierverfahren den Chip 10 bis zum Abdecken mit der zweiten 
Chipkartenfolie 22 auf der ersten Chipkartenfolie 21 zu halten, kann die 

1 5 Oberflache der ersten Chipkartenfolie 21 durch ein Sauerstoff- oder 

Chlorplasma vorbehandelt werden, so dafi der Chip 10 bis zur Abdeckung 
und zum Laminieren darauf gebondet haftet. Bei dem Verfahren gemafi den 
Fig. 11a und lib kann die Oberflache auch mit einer Silberleitpaste bedruckt 
sein, welche gleichzeitig die Leiterbahnen 11 bildet, so dafi der Chip 10 bis 

20 zur Abdeckung und zum Laminieren auf der Chipkartenfolie 21 haftet und 
gleichzeitig elektrisch kontaktiert wird. 

Selbstverstandlich ist es auch mOglich auf dem gediinnten Chip 10 einen 
Kleber aufzubringen oder als Chipkartenfolie 21 eine kleberbeschichtete 
25 Folie zu verwenden. Insbesondere bei der Herstellung der Chips 10 nach 
dem Verfahren, wie es in den Fig. 3a und 3b dargestellt ist, ist es mOglich, 
den Chip 10 direkt vom Tragerfilm 5 durch Anlosen des Klebers abzuheben 
und mit diesem Kleber auf die Chipkartenfolie 21 auf zukleben, wo der 
Kleber dann wieder abbinden kann. 
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In den Fig. 7, 8 und 9 ist ein vollstandig neues Verfahren dargestellt, bei dem 
der gediinnte Chip einf ach an der Oberflache einer Chipkarte auf gesetzt und 
anschliefiend rnit Leiterbahnen 11 bedruckt wird. Der Chip 10 wird 
aufierdem mit einem Schutzlack 12 iiberzogen. Zum Drucken der 
5 Leiterbahnen 11 wird vorzugsweise ein Siebdruckverfahren verwendet. Es 
ist selbstverstandlich auch moglich, die Leiterbahnen 11 in Form einer 
Metallf olie aufzubringen. 

In den Fig. 12 a bis 12c sind Ausfiihrungsformen dargestellt, bei denen 
10 zunachst die Leiterbahnen auf die Oberflache aufgebracht und anschliefiend 
der Chip mit der Vorderseite nach unten auf die Anschlufiflachen 11 gesetzt 
wird. In Fig. 12b ist eine zusatzliche Lack xmd/oder BQebeschicht 13 
zwischen integriertem Schaltkreis 10 und der Oberflache der Chipkarte 20 
angeordnet, wahrend in Fig. 12c Die Chip/Leiterbahnanordnung 10, 11 mit 
15 einem Heizstempel 14 in die KartenoberflSche eingedriickt wird. 

In den Fig. 8 und 9 befindet sich der Dunnchip 10 ebenfalls direkt an der 
Oberflache der Chipkarte 20, hier jedoch in einer kleinen Kavitat 27. Diese 
Kavitat 27 ist entweder in die Chipkarte 20 eingepragt, gefrast oder beim 
20 Herstellen der Chipkarte 20 gleich mit angespritzt worden (Fig. 8). 

Alternativ wird die Kavitat 27 durch eine entsprechende Bedruckung mit 
Schutzlack 26 oder durch Auf Ziehen einer Schutzf olie mit Fenster erzeugt 
(Fig- 9). 

25 Entsprechende Anordnungen, bei denen zunachst die Kontaktflachen 11 in 
die Aussparungen der Oberflache der Chipkarte 20 angeordnet werden, auf 
die dann der Chip 10 gesetzt wird, sind in den Fig. 13a bis 13c dargestellt. 

In dem in Fig. 13 c dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wird der Chip unter 
30 Warmeeinwirkung bundig in die Oberflache der Chipkarte 20 eingepreCt. 
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Bei einer Ausfiihrung gemafi Fig. 7 (Anschlufiflachen 11 noch nicht 
vorhanden) kann die Folie mit dem biindig mit der Oberflache 
abschliefienden Chip beispielsweise mit Silberpaste bedruckt, beschichtet 
und eventuell gleichzeitig kontaktiert werden. 

5 

Bei all diesen letztgenannten Einbaubeispielen, mit einem offen an der 
Oberflache der Chipkarte bef indlichen Chip, handelt es sich um einen neuen 
und besonders vorteilhaften Aufbau, der mit relativ wenigen 
Verf ahrensschritten, verglichen mit den herkommlichen Verf ahren, 
10 herzustellen ist. 



WO 00/68990 



- 15 - 
Patentansprtiche 



PCT7EP00/03988 



1. Verfahren zum Handhaben von gediinnten Chips (10) zum Einbringen in 
Chipkarten (20) mit f olgenden Verfahrensschritten: 

5 - Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite auf ein 

Tragersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht (3), 

- Diinnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) durch Sagen des 
Wafers (1) von der Ruckseite aus bis zur oder bis in die Kleberschicht 

10 (3) oder bis in das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Auflosen der Kleberschicht (3), 

- Abheben der einzelnen Chips (10) vom Tragersubstrat (4) mit einem 
Saugkopf (30) zur Ablage in einen speziellen Ablagebehalter (40) 
und/oder zur weiteren Verarbeitung. 

15 

2. Verfahren zum Handhaben von gediinnten Chips (10) zum Einbringen in 
Chipkarten (20) mit f olgenden Verfahrensschritten: 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite auf ein 
Tragersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht (3), 

20 - Diinnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) durch Sagen des 
Wafers (1) von der Ruckseite aus bis zur oder bis in die Kleberschicht 
(3) oder bis in das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Bekleben der aus dem Wafer (1) gesagten Chips (10) auf ihrer 
25 Ruckseite mit einem durchgehenden Tragerfilm (5) mittels einer 

zweiten Kleberschicht (6), 

- Auflosen der ersten Kleberschicht (3) mit einem Verfahren, welches 
die zweite Kleberschicht (6) nicht angreift, 

- Abheben der ixber den Tragerfilm (5) zusammenhangenden Chips (10) 
30 vom Tragersubstrat (4) gemeinsam mit dem Tragerfilm (5), 

- Auflosen der zweiten Kleberschicht (6) und Abheben der einzelnen 
Chips (10) vom Tragerfilm (5). 
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3. Verfahren zum Handhaben von gediinnten Chips (10) zum 
Einbringen in Chipkarten (20) mit f olgenden Verfahrensschritten: 

- Aufkleben eines Wafers (1) mit seiner Vorderseite auf ein 
5 Tragersubstrat (4) mittels einer Kleberschicht (3), 

- Diinnen des Wafers (1) von der Ruckseite her, 

- Bekleben des Wafers (1) auf der Ruckseite mit einem durchgehenden 
Tragerfilm (5) mittels einer zweiten Kleberschicht (6), 

- Aufteilen des Wafers (1) in einzelne Chips (10) durch Sagen des 

10 Wafers (1) mit dem aufgeklebten Tragerfilm (5) von der Ruckseite des 

Wafers (1) her bis zur oder bis in die erste Kleberschicht (3) oder bis in 
das Tragersubstrat (4) hinein, 

- Aufldsen der ersten Kleberschicht (3) mit einem Verfahren, welches 
die zweite Kleberschicht (6) nicht angreift, 

15 - Abheben der einzelnen Chips (10) vom Tragersubstrat (4) gemeinsam 

mit dem Tragerfilm (5). 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 

20 der unter Einwirkung von Licht eines bestimmten Wellenlangenbereichs 

zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber besteht, der 
unter Einwirkung dieses Lichts aushartet. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 

25 gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 
der unter Warmeeinwirkung zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) 
aus einem Kleber besteht, der unter Warmeeinwirkung aushartet. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 

30 gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem wasserloslichen 
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Kleber besteht und/oder die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber 
besteht, der losemittelresistent ist. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch 
5 gekennzeichnet, dafi die erste Kleberschicht (3) aus einem Kleber besteht, 
der unter einem Sauerstoffplasma oder in einer bestimmten Gasumgebung 
zersetzt wird, und die zweite Kleberschicht (6) aus einem Kleber besteht, der 
gegeniiber diesen Bedingungen resistent ist. 

10 8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dafi gemeinsam mit der Kleberschicht (3) zwischen dem Wafer (1) und dem 
Tragersubstrat (4) und/oder anstelle dieser Kleberschicht (3) das 
Tragersubstrat (4) aufgelost wird. 

15 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafi das 

Tragersubstrat (4) aus einem Material besteht, welches sich in einem Plasma 
und/oder unter Gaseinwirkung und/oder unter erhohter Temperatur 
zersetzt und/oder wasserloslich ist. 

20 10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 

gekennzeichnet, dafi auf der Ruckseite der Chips (10) und/oder des 
Tragerfilms (5) Positionsmarken (8) auf gebracht werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
25 dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Vorderseite auf eine mit Leiterbahnen 

(11) versehene erste Chipkartenfolie (21) aufgebracht werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Ruckseite auf eine erste Chipkartenfolie 

30 (21) aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) kontaktiert werden. 
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13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
erste Chipkartenfolie (21) auf der dent Chip (10) gegeniiberliegenden 
Oberflache mit Kontaktflachen (23) versehen ist, die mit dem Chip (10) iiber 
5 die Leiterbahnen (11) verbundenen sind, und dieses so aufgebaute 

Chipmodul mit den Kontaktflachen (23) nach aufien in eine Kavitat (24) eine] 
Chipkarte (20) eingebracht wird. 



14. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
1 0 erste Chipkartenfolie (21) mit dem Chip (10) mit einer zweiten 

Chipkartenfolie (22) bedeckt wird und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) 
zusammenlarniniert werden. 



15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dafi die erste 
Chipkartenfolie (21) vorbehandelt wird, so dafi der Chip (10) bis zum 
Abdecken mit der zweiten Chipkartenfolie (22) auf der ersten 
Chipkartenfolien (21) haftet. 



16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dafi die erste 
20 Chipkartenfolie (21) mit einer haftenden Leitpaste bedruckt wird, so dafi der 

Chip (10) bis zum Abdecken mit der zweiten Chipkartenfolie (22) auf der 
ersten Chipkartenfolien (21) haftet und gleichzeitig elektrisch kontaktiert ist. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch 

25 gekennzeichnet, dafi die Chips (10) jeweils mit ihrer Riickseite auf eine erste 
Chipkartenfolie (21) aufgebracht werden und die erste Chipkartenfolie (21) 
mit dem Chip (10) mit einer zweiten Chipkartenfolie (22) bedeckt wird, 
welche an den entsprechenden Positionen mit Leiterbahnen (11) versehen ist, 
und die beiden Chipkartenfolien (21, 22) zusammenlarniniert werden. 

30 
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18. Verfahren zum Einbringen eines gediinnten Chips (10) in eine Chipkarte 
(20), insbesondere nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) aufienliegend auf eine Oberflache der 
Chipkarte (20) auf gebracht wird. 

5 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10) mit seiner Vorderseite nach aufien weisend auf die Oberflache der 
Chipkarte (20) aufgebracht und mit Leiterbahnen (11) versehen wird. 

10 20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Chip (10) in eine Kavitat (27) in der Oberflache der Chipkarte (20) 
eingebracht wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 20, dadurch 

15 gekennzeichnet, dafi der Chip (10) unter Warmeeinwirkung biindig in die 
Oberflache der Chipkarte (20) eingeprefit wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der an der Oberflache der Chipkarte (20) befindliche 

20 Chip (10) mit einem Schutzlack (12) iiberzogen wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Leiterbahnen (11) mittels eines Druck- oder 
Prageverf ahrens aufgebracht werden. 

25 

24. Verfahren nach Anspruch 2 und einem der Anspriiche 12 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip (10) vom Tragerfilm (5) abgehoben 
und auf die Chipkartenfolie (21) oder die Oberflache der Chipkarte (20) 
aufgesetzt wird. 

30 
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25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10)mittels des Jdebers der aufgelosten zweiten Kleberschicht (6) auf die 
Kartenfolie (20) aufgeklebt wird. 

5 26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10) mit einem Saugkopf (30) von der Tragerfolie (5) abgehoben und auf die 
Kartenfolie (20) aufgebracht wird, wobei die zweite Kleberschicht (6) unter 
Warmeeinwirkung gelost wird. 

1 0 27. Chipkarte (20) mit mindestens einem gediinnten Chip (10), welcher auf 
einer Oberflache der Chipkarte (20) angeordnet ist. 

28. Chipkarte nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip 
(10) mit seiner Vorderseite nach aufien auf der Chipkarte (20) angeordnet ist, 

15 und aufienseitig auf der Chipkarte (20) und dem Chip (10) Leiterbahnen (11) 
aufgebracht sind. 

29. Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Leiterbahnen (11) aufgedruckt sind. 

20 

30. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 29, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) in einer Kavitat (27) in der Oberflache 
der Chipkarte (20) angeordnet ist. 

25 31. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 30, dadurch 

gekennzeichnet, dafi der Chip (10) biindig in die Oberflache der Chipkarte 
(20) eingeprefit ist. 



30 



32. Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 31, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Chip (10) mit einem Schutzlack (12) iiberzogen ist. 
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1-32 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/5-5/5 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequ nz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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□ Beschreibung, 

□ Anspruche, 

□ Zeichnungen, 



Seiten: 



Nr.: 



Blatt: 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die sofche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

H weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschiossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 
und 13.3 

□ erfullt ist 

□ aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorlaufige Prufung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

□ alle Teile. 

H die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. 1 , 8-32 beziehen. 



V. B grund t F stst Hung nach Artik I 35(2) hinsichtlich der Neuh it, der rfind risch n Tatigkeit und d r 
gew rblich n Anw ndbarkeit; Unt rlagen und Erklarungen zur Stutzung di s rF stst Hung 
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1. Feststellung 



Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 



1 ,8-32 



Ertinderische Tatigkeit (ET) 



Ja: Anspruche 



Nein: Anspruche 1,8-32 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1,8-32 

Nein: Anspruche 

2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt IV: 

i) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : GB-A-2 221 470 (FSK KK) 7. Februar 1990 (1990-02-07); und 
D2: US-A-5 268 065 (GRUPEN-SHEMANSKY MELISSA E) 7. Dezember 1 993 
(1993-12-07). 

ii) Die verschiedenen Gruppen von Erfindungen sind: 

1. Der Gegenstand der Anspruche 1 und 8-32; 

2. Der Gegenstand der Anspriiche 2 und 4-32; und 

3. Der Gegenstand der Anspruche 3 und 4-32; 

iii) D1 offenbart (siehe insbesondere Seite 19, 5. Absatz - Seite 21 , 1 . Absatz) ein 
Verfahren zum Handhaben von Chips mit folgenden Verfahrensschritten: 

a) Aufkleben eines Wafers A mit seiner Vorderseite auf ein Tragersubstrat 2 
mittels einer Kleberschicht 3 (siehe Abbildung 3), 

b) Aufteilen des Wafers in einzelne Chips A1-3 durch Sagen des Wafers von der 
Ruckseite aus bis zur Oder bis in die Kleberschicht oder bis in das Tragersubstrat 
hinein (siehe Abbildung 4), 

c) "Auflosen" (UV-Strahlung) der Kleberschicht (siehe Abbildung 6), 

d) Abheben der einzelnen Chips vom Tragersubstrat mit einem Saugkopf 6 zur 
Ablage in einen speziellen Ablagebehalter und/oder zur weiteren Verarbeitung. 

iv) Die unabhangigen Anspruche 1 und 2 haben beiden, die in Absatz iii genannten 
Merkmale a, b und c, welche aus D1 bekannt sind. AuBerdem enthalten diese 
Anspruche beiden eine zusatzlichen Schritt zur Dunnung des Wafers. Es ist 
ublich, daB Wafer vor dem Aufteilen in einzelne Chips zuerst gedunnt werden 
(siehe z.B. D2). Folglich definiert diesen zusatzliche Schritt keinen gemeinsamen 
Beitrag zum Stand der Technik. Zusatzlich definiert Anspruch 2 die Benutzung 
eines zweiten Trager uber die aufgeteilte Wafer. Dieses hat zur Folge, daB die 
Chips mit der Ruckseite auf einem Trager aufgebracht sind, weil beim Verfahren 
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gemaB Anspruch 1 die Chips mit der Vorderseite auf einem Trager aufgebracht 
sind. Die zusatzliche Merkmalen des Anspruch 2 bewirken ein Umdrehen der 
Chips und die zusatzlichen Merkmale, Schritt d (siehe Absatz iii), des Anspruchs 1 
betreffen das Abheben der Chips. Diese beiden unterschiedlichen zusatzlichen 
Merkmale definieren keinen gemeinsamen erfinderischen Beitrag zum Stand der 
Technik. 

Die unabhangigen Anspruche 1 und 3 haben beide die in Absatz iii genannten 
Merkmale a, b und c, welche aus D1 bekannt sind. AuBerdem enthalten diese 
Anspruche beiden einen zusatzlichen Schritt zur Dunnung des Wafers. Es ist 
iiblich, daB Wafers vor dem Aufteilen in einzelne Chips zuerst gediinnt werden 
(siehe z.B. D2). Folglich definiert dieser zusatzliche Schritt keinen gemeinsamen 
Beitrag zum Stand der Technik. Zusatzlich definiert Anspruch 3 die Benutzung 
eines zweiten Tragers auf dem gedunnten Wafer. Dieses hat zur Folge, daB die 
Chips mit der Ruckseite auf einem geteiltem Trager aufgebracht sind, weil beim 
Verfahren gemaB Anspruch 1 die Chips mit der Ruckseite auf einen ganzen 
Trager angebracht sind. Diese beiden unterschiedlichen zusatzlichen Merkmale 
definieren keinen gemeinsamen erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik. 

Die unabhangigen Anspruche 2 und 3 haben beide die in Absatz iii genannten 
Merkmale a, b und c, welche aus D1 bekannt sind. AuBerdem enthalten diese 
Anspruche beiden einen zusatzlichen Schritt zur Dunnung des Wafers. Es ist 
iiblich, daB Wafers vor dem Aufteilen in einzelne Chips zuerst gediinnt werden 
(siehe z.B. D2). Folglich definiert dieser zusatzliche Schritt keinen gemeinsamen 
Beitrag zum Stand der Technik. Zusatzlich definiert Anspruch 3 die Benutzung 
eines zweiten Tragers auf die gediinnte Wafer. Dieses hat zur Folge, daB die 
Chips mit der Ruckseite auf einen geteilten Trager aufgebracht sind, weil beim 
Verfahren gemaB Anspruch 2 die Chips mit der Ruckseite auf einen ganzen 
Trager angebracht sind. Diese beiden unterschiedlichen zusatzlichen Merkmalen 
definieren keinen gemeinsamen erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik. 

AuBerdem scheinen die abhangigen Anspruche 4-26 keine Merkmale zu 
enthalten, die einen erfinderischen Beitrag uber den Stand der Technik definieren. 

Folglich erfullt die Anmeldung nicht die Erfordernisse der Regel 13(1) PCT. 
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v) Der Anmelder hat keine Erwiderung nach die Aufforderung zur Einschrankung der 
Anspriiche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebiihren vom 17.04.2001 eingereicht, 
so erstellt die Behorde den internationalen Prufungsbericht iiber die 
obengenannte erste Erfindung (der Gegenstand der Anspriiche 1 und 8-32). 

Zu Punkt V: 

i) Dokument D1 , offenbart (siehe Absatz IV(iii) ein Verfahren, von dem sich der 
Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daB eine zusatzlichen 
Schritt zur Diinnung des Wafers definiert ist. Es ist ublich, daB Wafers vor dem 
Aufteilen in einzelne Chips zuerst gedunnt werden (siehe z.B. D2). Folglich 
definiert diesen zusatzliche Schritt keine erfinderische Beitrag uber den Stand der 
Technik. Folglich erfiillt der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die Erfordernisse 
des Artikels 33(3) PCT. 

ii) Die abhangigen Anspriiche 8-32 enthalten keine zusatzliche Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den er/sie sich 
bezieht/beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit 
(Artikel 33(3) PCT) erfiillen, da diese zusatzliche Merkmale aus die zitierte 
Dokumente bekannt sind und/oder diese zusatzliche Merkmale betreffen lediglich 
normale fachmannische MaBnahmen. 
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A. KLASSIFDERUNG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 

IPK 7 H01L21/78 H01L21/52 



Nach der Intemationalen Patentki assffikation (IPK) oder nach der national en Ktessffikation und der IPK 



& RECHERCH1ERTE GEBJETE 



Recherchierter Mindestprufstoff ( KJassffikationssystem und Klassifikatiorissyrnbole ) 

IPK 7 H01L 



Recherchierte aber nicht rum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentfichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte etektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtt. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , PAJ, INSPEC 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezetehnung der Verdffentlichung, soweit erforderiteh unter Angabe der In Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



EP 0 475 259 A (SUMITOMO ELECTRIC 
INDUSTRIES) 18. Marz 1992 (1992-03-18) 
das ganze Dokument 

US 5 268 065 A (GRUPEN-SHEMANSKY MELISSA 
E) 7. Dezember 1993 (1993-12-07) 
das ganze Dokument 

EP 0 824 301 A (HITACHI LTD) 
18. Februar 1998 (1998-02-18) 
das ganze Dokument 



US 5 192 682 A (K0DAI SY0JIR0 
9. Marz 1993 (1993-03-09) 
das ganze Dokument 



ET AL) 



-/~ 



27-29 



27 



m 



Wetter© Verdffentlichurtgen sind der Forts etzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe An hang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentfichungen 
"A* Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen 1st 

"E" alteres Dokument das jedoch erst am oder nach dem Intemationalen 
Anmeldedatum verdffentficht worden 1st 

"L a Verdffentlichung, die geeignet 1st efnen Prioritatsanspruch zweifethaft er- 
scheinen zu lass en, oder durch die das Verdffentlichungsdatum elner 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentfichung belegt warden 
soil oder die a us einem anderen besonderen Grund angegeben 1st (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Verdffentlichung, die sfch auf eine mQndliche Often ba rung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oderandere MaBnahmen bezieht 

"P" Verdffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentficht worden 1st 



T' Spate re Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicfit worden ist und mlt der 
Anmeldung nicht koliidiert, sondem nurzum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeiiegenden 
Theorie angegeben (sf 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgiund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erflnderischer Tatigkert beruhend betrachtet werden 

"Y 1 Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkert beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder men reren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wind und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegendlst 

Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie 1st 



Datum des Abschlusses der Intemationalen Recherche 



27. September 2000 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



05/10/2000 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo rrf, 
Fax: (431-70) 340-3016 



BevoUmachtigter Bediensteter 



Konigstein, C 
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GB 2 221 470 A (FSK KK) 

7. Februar 1990 (1990-02-07) 

das ganze Dokument 

US 4 457 798 A (H0PPE JOACHIM 
3. Juli 1984 (1984-07-03) 
das ganze Dokument 



ET AL) 



W0 99 48137 A (STR0MBERG MICHAEL) 
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das ganze Dokument 
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Applicant's or agent's file reference 
K51 195/7 ch 


mo niDTuro ArTinv , SeeNotificationofTransmittaloflnternational Preliminary 
FOR FURTHER ACTION Exarnination Report (Form PC T/IPEA/4 1 6) 


International application No. 

PCT/EPOO/03988 


International filing date {day/month/year) 
04 May 2000 (04.05.00) 


Priority date {day/month/year) 

07 May 1999 (07.05.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
H01L 21/78, 21/52 


Applicant 


GIESECKE & DEVRIENT GMBH 





1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



I I This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
' — I amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 




V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

02 November 2000 (02. 1 1.00) 


Date of completion of this report 

18 September 2001 (18.09.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 

c 

Telephone No. 
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I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 

the description: 

pages 1-14 

pages 

pages 



, as originally filed 

, filed with the demand 



filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



1-32 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



. , filed with the letter of 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/5-5/5 



, as originally filed 



, filed with the demand 



, filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 



, filed with the demand 



, filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

□ 

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
1 — 1 beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70 J 7). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item J and annexed to, this report. 
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IV. Lack of unity of invention 



1 . In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has: 
I | restricted the claims. 
I | paid additional fees. 
I I paid additional fees under protest. 
[X] neither restricted nor paid additional fees. 

□ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, 
not to invite tne applicant to restrict or pay additional fees. 



3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is 

□ 

complied with. 
1 | not complied with for the following reasons: . 



4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination 
in establishing this report: 

I 1 all parts. 

[X] the parts relating to claims Nos. 1,8-32 
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C ontinuation of: IV 



i) 



ii) 



This report makes reference to the following 
documents : 

Dl: GB-A-2 221 470 (FSK KK) 7 February 1990 

(1990-02-07) ; and 
D2: US-A-5 268 065 (GRUPEN-SHEMANSKY MELISSA E) 

7 December 1993 (1993-12-07) . 

The different groups of inventions are: 

1. The subject matter of Claims 1 and 8-32; 

2. The subject matter of Claims 2 and 4-32; and 

3. The subject matter of Claims 3 and 4-32. 

Dl (see, in particular, page 19, fifth paragraph to 
page 21, first paragraph) discloses a method for 
handling chips comprising the following method 
steps : 

a) a wafer A is bonded with its front face onto a 
support substrate 2 by means of an adhesive layer 3 
(see Figure 3) ; 

b) the wafer is subdivided into individual chips 
Al-3 by sawing the wafer from the rear face as far 
as or into the adhesive layer or into the support 
substrate (see Figure 4); 

c) the adhesive layer is * dissolved" (UV radiation) 
(see Figure 6) ; 

d) the individual chips are picked up from the 
support substrate by means of a suction head 6, to 
be deposited into a special storage container 
and/or for further processing. 
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Continuation of: IV 



iv) Independent Claims 1 and 2 both have features a) , 
b) and c) of point iii) above. These features are 
known from Dl . Both these claims also have an 
additional step to thin the wafer. It is usual for 
wafers to be thinned before being subdivided into 
individual chips (see D2, for example) . This 
additional step does not therefore define a common 
contribution over the prior art. Claim 2 also 
defines the use of a second support over the 
subdivided wafers. This means that the chips are 
applied to a support with their rear face, because 
in the method defined in Claim 1 the chips are 
applied to a support with their front face. The 
additional features of Claim 2 cause the chips to 
be turned over, and the additional features of 
Claim 1 (step d) , see point iii) above) relate to 
the picking up of the chips. These two different 
additional features do not define a common 
inventive contribution over the prior art. 

Independent Claims 1 and 3 both have features a) , 
b) and c) of point iii) above. These features are 
known from Dl . Both these claims also have an 
additional step to thin the wafer. It is usual for 
wafers to be thinned before being subdivided into 
individual chips (see D2, for example) . This 
additional step does not therefore define a common 
contribution over the prior art. Claim 3 also 
defines the use' of a second support on the thinned 
wafer . This means that the chips are applied to a 
divided support with their rear face, because in 
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Continuation of: IV 



the method defined in Claim 2 the chips are applied 
to a complete support with their rear face. These 
two different additional features do not define a 
common inventive contribution over the prior art. 

Independent Claims 2 and 3 both have features a) , 
b) and c) of point iii) above. These features are 
known from Dl . Both these claims also have an 
additional step to thin the wafer. It is usual for 
wafers to be thinned before being subdivided into 
individual chips (see D2, for example) . This 
additional step does not therefore define a common 
contribution over the prior art. Claim 3 also 
defines the use of a second support on the thinned 
wafers. This means that the chips are applied to a 
divided support with their rear face, because in 
the method defined in Claim 2 the chips are applied 
to a complete support with their rear face. These 
two different additional features do not define a 
common inventive contribution over the prior^art. 

Dependent Claims 4-2 6 likewise appear to contain no 
features defining an inventive contribution over 
the prior art. 

The application does not therefore satisfy the 
requirements of PCT Rule 13.1. 



invitation of 17 April 2001 to restrict the claims 
or pay - additional fees, the Examining Authority 



v) 



Since the applicant has not responded to the 
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will establish the international examination report 
on the invention referred to first above (the 
subject matter of Claims 1 and 8-32) . 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1, 8-32 



1, 8-32 



1, 8-32 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

i) Document Dl (see Box IV above, point iii) ) discloses 
a method from which the subject matter of Claim 1 
differs in the definition of an additional step to 
thin the wafer. It is usual for wafers to be thinned 
before being subdivided into individual chips (see 
D2, for example) . This additional step does not 
therefore define an inventive contribution over the 
prior art. The subject matter of Claim 1 does not 
therefore satisfy the requirements of PCT 
Article 33(3) . 



ii) Dependent Claims 8-32 contain no additional features 
which, in combination with the features of any claim 
to which they refer, meet the PCT requirements for 
inventive step (PCT Article 33(3)). The reasons are 
that these additional features are known from the 
citations and/or concern only routine measures. 
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DEM GEBIET DES PATENTS! 



PCT 

INTERNAHONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowle Regeln 43 und 44 PCT) 



NARBEIT 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

K 51 195/7 ch 


WEITERES siehe Mftteilung Qber die Ubermittlung des intemationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, sowert 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 00/03988 


Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

04/05/2000 


(Fruhestes) Priorrtatsdatum (T ag/Monat/Jahr) 

07/05/1999 


Anmetder 

GIESECKE & DEVRIENT GMBH et al . 



Dieser intemationale Recherchenbericht wurde von der Intemationalen Recherchenbehdrde ersteltt und wird dem Anmetder gemaB 
Artikel 18 ubermittert Eine Kopie wird dem Intemationalen Buro ubermittert 

Dieser intemationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 Blatter. 

|"X"| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteiiagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berlchts 

a Hinsichtlich der Sprache ist die intemationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

| | Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Obersetzung der international n 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotld- und/oder Amlnosaure&equenz ist die intemationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form entharten ist 

| | zusammen mrt der intemationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist 

| | bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behdrde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist 

| | Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den Offenbarungsgehalt d r 
intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

| | Die Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfa&ten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll errtsprechen, 
wurde vorgelegt 

| | Bestlmmte AnsprQche ha ben slch als nlcht recherchterbar erwleeen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Elnhettllchkert der Erflndung (siehe Feld II). 



2. 
3. 



Hinsichtlich der Bezelchnung der Erflndung 

PT| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt 



5. Hinsichtlich der Zu&ammenfaesung 

[Y] wird d © r vor n Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt Der 
| | Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses int mationalen 

Rech rchenbericrrts eine Stellungnahme vorl gen. 

6. Folgend Abbildung d r Zelchnungen ist mrt der Zusammenfassung zu verdffentiichen: Abb. Nr. ? 



| | wie vom Anmelder vorg schlagen Q k ine der Abb. 

fXl weil d r Anmelder selbst keine Abbildung vorge chlagen hat 
| | weil diese Abbildung di Erflndung besser kennzeichnet 
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